5.2.3. Dwukrotne dwuwejsciowe sprzegajace bramki I-NIE: UCA65452N, UCY75452N

Monolityczny uktad scalony UCA65452N  lub  wartoscig pradu kolektora Ic = 300 mA i maksymal-
UCY75452N zawiera dwie dwuwejéciowe bramki  nym napieciem kolektor-emiter uce = 30 V.
spetniajgce w konwencji logiki dodatniej funkcje ne- Bramki te sg przeznaczone gtdwnie do sterowania
gacji iloczynu logicznego (y = AB). urzadzen peryferyjnych.

Kazda bramka ma na wyjsciu tranzystor n-p-n éred-  Uklady UCAB65452N i UCY75452N sg wytwarzane
niej mocy z otwartym obwodem kolektora. Tran- w obudowach plastykowych A49D.

zystor wyjsciowy charakteryzuje sie maksymalng

Wartodci dopuszczalne parametréw

Parametry Wartos¢ .
. Jednostki
Nazwa Symbol min max
Napiecie zasilania” Ucc 7 \Y
Napiecie wejsciowe u, 55 \
Napiecie wyjsciowe2’ Uo 30 V'
Prad wyjsciowy lo 300 mA
Catkowita moc rozpraszana P tot 800 mw
Zakres temperatury przechowywania tu. -55 125 °C
Warto$¢ napiecia zasilania na wyprowadzeniu Ucc w stosunku do wyprowadzenia masy.
a> Warto$¢ napiecia wyjsciowego w stanie wylaczenia (wysokim).
Zalecane warunki pracy
Parametr Warto$¢ .
y . Jednostki
Nazwa Symbol min  nom max
Napiecie zasilania Ucc 4,75 50 5,25 \Y
Obcigzenie wnoszone przez wejscie 1 s.o.l.
Prad wyjéciowy w stanie dla Uor < 0.4V 100
iski loL mA
niskim dla Uo1 < 0,7 V 300
Zakres temperatury oto- UCAB5452N -40 8 o
tmmb C

czenia UCY75452N 0 70



Parametry statyczne )
(Jezeli nie podano inaczej — w petnym

Parametry
Sym-

Nazwa bol
Napiecie wejsciowe w stanie v«
niskim
Napiecie wejsciowe w stanie  yin
wysokim
Ujemne napiecie wejsciowe -U,
Prad wejsciowy w stanie nis- i
kim
Prad wejsciowy w stanie wy- LH
sokim '
Napiecie wyjsciowe w stanie
niskim UotL
Prad wyjsciowy w stanie nis-
kim loL
Prad wyjsciowy w stanie wy-  |on
sokim

.. hiskim

Prad zasilania fect
w stanie wysokim e

Wartoéci typowe podane sg dla Ucc = 5 V, t,mb = 25"C.

min

Parametry dynamiczne przy UCc = 5 V, r.ni, = 25'C

Parametry

Nazwa

Czas propagacji sygnatu do stanu niskie-
go na wyjsciu

Czas propagacji sygnatu do stanu wyso-
kiego na wyjsciu

Czas trwania zbocza narastajgcego

Czas trwania zbocza opadajacego

zakresie temperatury otoczenia)

Warto$é S Uktad
Warunki pomiaru ia-
typI* max P proonqul)fll
1
08 V
\Y
15 \Y Ucc = 4,75V, h = —12mA F
= 25°C
-1.6 mA Ucc=525V; U =04V C
40 (iIA Ucc = 525V; U, =24V
D
1 mA Ucc=525V; Ui=55V
0,25 0,4 1or = 100 mA
Vi Ucc_= 475V
0,5 07 v = 300mA U T2V
B
100 Uuor =04V U 475V
mA cc = 4,
300 Uo=07Vv Y=2V
100 pA Ucc = 475V; U, =038 V: A
Uoh = 30 V
56 71 U=5V
mA Ucc =525V E
11 14 u=0V
Warto$é g Warunki Uktad
gx pomiaru pomia-
Symbol  typ max S& rowy
tpHI 24 35
IfLH 26 35 1 =50nN
ns ci1 = 15 pF G
Jo = 200 mA
tTLB 5 8
lthi 7 12



Uktady pomiarowe

U =475V U0=30V

Ul=08V

Ukkad pomiarowy A. Pomiary I»

4,5V Lfcc=5t25V

Kazde wejscie jest badane oddzielnie

Ukdad pomiarowy C. Pomiary I

Uktad pomiarowy E. Pomiary

Pomory parametrow dynamicznych

Pomiary parametréw statycznych

Ucc=At75V

tiww
L oii

Pomiary wykonuje sie przy Uj m 2V
dla kazdego wejs"cia oddzielnie.

Ukdad pomiarowy B. Pomiary U..

Ucc=5j25V

i A

Kazde wejscie jest badane oddzielnie

Ukdad pomiarowy D. Pomiary I'IH

UGQG4,75v

-42mA

Kazde wejscie jest badane oddzielnie

Ukdad pomiarowy F. Pomiary -Uj



5.2.4.

Typowe zastosowania

Uktady 65/75450, 65/75451 i 65/75452 zawierajg
standardowe bramki TTL i tranzystory n-p-n $redniej
mocy. Parametry tranzystoréw umozliwiajg szerokie
zastosowanie omawianych uktadéw, (szczegolnie
uktadu 65/75450) lecz przede wszystkim stosuje sig je
w obwodach sterowania urzadzen peryferyjnych.
Dalej przedstawiono niektore przyklady zastosowan
ilustrujace mozliwosci tych uktadow.

Uktady sterowania elementami
wykonawczymi

Podwyzszone napiecie kolektor-emiter i duzy prad
kolektora tranzystoréw umozliwiajg zastosowanie
uktadow 65/75450, 65/75451 i 65/75452 do sterowa-
nia zarowek, przekaznikow oraz innych elementéw
wymagajacych w stanie aktywnym znacznej mocy.
Na rysunku 5.8 przedstawiono uktad sterowania za-
réwkami wymagajacymi napiecia zasilania do 30 V

Ne=5V

Sterowanie Z1

Strobowanie

Sterowanie Z2

Rys. 5.8. Podwojny uktad sterujgcy zaréwkami

i maksymalnego pradu do 300 mA. Nalezy zwr6cic¢
uwage na znacznie przekraczajgcy warto$¢ nominalng
prad uderzeniowy w czasie gdy witdkno zarowki nie
jest rozgrzane. Aby ograniczy¢ to zjawisko stosowane
sg rozne $rodki, jednym z najprostszych jest wigczenie
rezystorow ograniczajacych.

Rezystory ograniczajagce moga by¢ wiaczone szerego-
wo w obwodzie sterowania bazy tranzystora lub mie-
dzy mase i emiter tego tranzystora.

Jezeli elementy sterowane wymagajg przeptywu pradu

Typowe zastosowania bramek sprzegajacych

Sterowanie P1

b prcn
Strobowanie
Sterowanie P2
Rys. 5.9. Podwojny ukfad sterujacy

przekaznikami

wiekszego niz 300 mA, to bramki i tranzystory mozna
taczy¢ rownolegle. Przyktad takiego potaczenia przed-
stawiono na rys. 5.10. Przy réwnolegtym faczeniu
tranzystorow dla zapewnienia bardziej rownomierne-
go rozptywu pradu celowe jest wigczenie miedzy mase
i emiter kazdego tranzystora rezystoréw o rezy-
stancji wynoszacej okoto 10.
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Rys. 5.10. Ukfad sterujacy pradem wptywu 500 mA

Komparator bramkowany

Uktady 65/75450, 65/75451 i 65/75452 mogg byc¢
réwniez stosowane do realizacji funkcji logicznych.
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Rys. 5.11. Bramkowany komparator

jow TTL do pozioméw wymaganych w uktadach
MOS, natomiast na rys. 5.13 przedstawiono uktad
realizujacy odwrotng konwersje pozioméw. Wypro-
wadzenie podtoza (8) nalezy dotgczy¢ do Zrodia
poziomu najnizszego z wystepujacych w ukfadzie
(w omawianych przyktadach bedzie to ujemne na-
piecie zasilania uktadéw MOS).

Uktady 65/75450 mozna rowniez stosowac jako na-
dajniki wspotpracujgce z linig symetryczng w syste-
mie transmisji danych. Schemat ideowy nadajnika
sterujgcego linie symetryczng dopasowana na koncu
wida¢ na rys. 5.14.

-10V lub ujemne nopiecie

Przyktadem tego rodzaju zastosowan jest komparator
bramkowany realizujacy funkcje Y = S+AB+ AB,
przedstawiony na rys. 5.11.

Uktady dopasowujgce

Oddzielne wyprowadzenie podtoza w ukfadach
65/75450 umozliwia zastosowanie tych ukfadéw
w obwodach dopasowujgcych poziomy sygnatdw
TTL -* MOS i odwrotnie. Na rysunku 5.12 przed-
stawiono dwa uktady dopasowujace poziomy sygna-

Rys. 5.12
Dwa uktady dopasowujace
TTL-»MOS

Przy odbiorniku linie 1 nalezy dotaczy¢ do masy
przez rezystor Z0/2, natomiast linie 2 nalezy dotgczy¢
do zasilania + 5V rowniez przez rezystor o rezystancji

Zoll.

Inne przyktady zastosowan

Do niestandardowych zastosowan uktadu 65/75450
nalezy zaliczy¢ generator fali prostokatnej przedsta-
wiony na rys. 5.15. Przebieg prostokatny jest genero-
wany w uktadzie typowego dwutranzystorowego prze-



-10V lub ujemne napiecie
zasilania uktadéw MOS
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linig transmisyjna TTL

Wyijscie
1A

Wyjscie
2A

-O Linia 1

Skrecona
para
przewodow

-O Linia2



rzutnika astabilnego. Bramki petnig role stopni sepa-
rujgcych uktad generacyjny od obcigzenia.

Do sterowania wejs¢ zegarowych uktadéw MOS
lub bipolarnych przekaznikbw mozna zastosowac

5VO-
X

obwod wytwarzajacy przebieg prosty i komplemen.
tamy przedstawiony na rys. 5.16. Ciekawym zastoso-
waniem uktadu 65/75452 jest prosty probnik stanow
logicznych przedstawiony na rys. 5.17.
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Rys. 5.16. Uktad wytwarzajacy przebiegi
komplementarne
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Rys. 5.17. Probnik stanow logicznych TTL



